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* Zusammenhang mit einer Batteneaufladung auch klemc 

Beschreibung Soannungsdii ferenzen zum Laden genutzt werden ton- 

SS : Vorteileder Erfindungbestehen dann,da8 
"t^^hsn^o- Spannungsabfal! auftritt. Es ergibt 
SrandderTechnik SSeWrS^ bei kleinen und 



Schalter zum zeitweihgen Verbmden zweier Anscmu*. spannvroganfweisen. _ „ 

nach der Gaming des Hauptanspruchs- *D-eh dm Einsatz eines uberbstg^esdbutzten MOS- 

Es sind Analogschalter aus der Signalaufbe^t^g pJ^ekttransistore kann der als Diode geschaltete 
betannt. bei der sie Z.B. rum Sctohen von Stgwlj^ to ^^^^ m Stromzweigen verwendet wer- 
KSndere bei kkben Spannungen od^dngen ptaensWme Qber dem 

Stremen und sonrit niedriger Letttung eingesetzt wer ^J£™ UegVdasich der Analogschalter sdbst; ab- 

wendung eines FeWeffekttransiston ■*£ ^enteerreichStetderFeldeffek^torw^ 
Diese bllcannten Aiuitog^alter »u«en «te Tattache ^ fc erfindungsgemiBe DtodenersiB- 

aus, daB sich ein FeldeHektt^tor b^e^^ oejux ^ Weinem Nennstrom be, bekebig 

Source-SpaMiingenwieemohm^erWidereJaiwvw* zo oroBenSDitzenstrtmen einsetzbar. 
S der mit derGate-Source^pannung urn mehrere «^«^™ ^ der Erfindung sind eine gute Sperr- 
Serpotenzen verandert werden kann und somit als ^™mgwwie steuerunganSgUchkeiien.die emen steu- 
Schaltergeeignetist , . crbaren Vorwarts- und Rflckwartsstrom Lassen, bei- 

ln Anwendungen ndthOheren U^gen a^b^ang S^ eise zur Lartstrombegrenznng oder zur Span- 
die Lsistungsbauelemente (Dioden, T^ to ^ 25 ^^^^egrenzung. Durch weitere Schahnngserginzun- 
Rdab etc) auf die maximate Leistung. z.K "^^f^Xlswdse Steuersignalen an anderen 
gSebS der Last ausgelegt oderdut^a ufwendige genjuid b«sp.e*w ^ ^ 
^^^dirtSp^^Auwea- S^bzw-Spe^d^Ana^baiteraer^ 

dun^n Smo^^^ » ^ erf^gsgen^ elektronisehe Schalter M 

ken bekaw* Hkrbei sind die plussetagen Len*ungs- si ^^^S^r Verbindung von bekebigeu 
ShSuh einer Spaonung durebzusteuern, die h6her "Jf^SSLnkM- bz^.mal^r^onaleR^mn- 



schalter mit einer Spaonung am««v»«u«»-. Stromkrebenin uni-.bi- bzw. mum<nrwsuuu»« 

liegt als positive Uistungsversorgung. ^ einseceJt ^ lassen sich auch Bordnetzkretse Ui 

VorteUederErnndung * g^^^e^ex^S^^ 

" : rfflfj ein sicherer Oberiastschutz gewihrieistet ist, 40 auch Meine Spanmingsunterschiede 

Spannungsversorgungen oder dte Verbmdung zwoer ^ erfmdungsgeroaBen elektromschen Schal- 

sSmSSe,z. B-Zweier Bordnetzkre^ K^«W ^f^emmro^aSlegen und sie aberaU dort em- 
uSTdXi ist ein Oberiastschutz 8^^^ ^ ^^^Woden oder hericOmmUche Schalter we- 
^^^SSSSSTSXS^Si * gT^ertastungsgefahr Oberdhnens^ert werden 
^^^^^^^J" m ^t^ "St werden diese Vortefle durch die hn Haupt- 
gaKS^^2MS»5 b^n^ro^e.gegebenen^nann.e, 

vShafter Weise urtabhsng« von g^^^ der naSeSen Bescbreibtmg aSher eriautert Im 

eingesetzt werden- Weiterhm 1st eine DiodeiAmkbon Flg . 1 «n Btockschaltbild far einen Ana- 

nSt geringer DurchfluB- und darntt auch ^nnger 55 SnaSr, ^ ab bidirektSonater S^r ^settbar 

setzS^ung sowie ein buhreknonaler Schalter reaG ^ ^ Analog?ch alter rrJtD^unkUon 

AnaJogschalter aufgrund ^^irektionalea ^F^. 4^t e^Analogschalrer dargestellt. der draar^e, 

rungsnSicbkeit keine ^^ P ^ff^K^ dg verbundene ^^elo^ekttransistoren omfaBt 

wie Dioden {Si-Dioden - OJ SJM*^** Sd Fig. 5 zeigt einen Anatogschatter mit mehreren 

0,35 V) verursadii, sondern bcrcits ab 0 J ^ te ^™ A^gSngen. 

Oberiastschutz gewahrleistet ^t, der auch die ^Verbm Ausgangen. 

dung problemadscher Lastea ^^'f^ 1 ^ ^ „ Beschreibung 

oazitaten/Batterien bzw. proWematische Bemebszu- 65 

stande wie KurzschluB und Oberspanmfflg^ erstes Ausfuhrungsb^pielder Erfto- 
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3 ncXfferenz «ne Durchschahung er- 

££a bt erne ^^S^eSaSSST^ „ fa ^ h ^MOwSSS^K2^2auf 



irciocr out » 
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schalter miteinander konAnuwen, woDei cue 
1. Linearreglerfunktion 



Die Ansteuerung der MOSFET durch diebdmP; » 
p^ta* einer hflheren ^^-^^dYs 

Z Bidirektionaler Oberiastschutz 

se weiterverwendet werden. 

PatentansprOche 
1 Belctronischer Schalter ^ zdtweil^enVerbm- so 

»rdnet and, w^.S^^S^-Ta-haltele- 



4 Rektronischer Schalter nach einem dervorher- 

£?FR und der Gate-gender beaten 
Feldeffekttransistoren einc Zenerdioae negi. ow= 

SEStSSSBStt einem dervorhe, 

Mittel air SoanmmgserWhung vorgesenen sine, 

deTjeweils nrit ^ Gate-Hektrode der 

6. Bektronischer Schalter nach einem dervorher 
gehendenAnsprQche.dadurcb g^ennzeiAnet daS 
ISlich einrKomparatoranordaungwrh^len 
einem Eingang des Komparators d^ an 
efcer Klemme herrschende Spar^ui^ imd deman 
deren Eingang des Komparators die an derande- 
^iSeherrschendeSpannungz^effl^rd 



che.dadnrch g^™S^ 
Feldeffekttransistoren vorfaanden and, de- 
^nrai-aektroden auf weitere Klemmen fuhren 
^£Z> SceSektroden miteinander sowie 

tJeTd^raergehenden ^^SSZ 

SSSB? £S g wenigsten, zwei Battenen 

utnfaBt 

Hierzu 2 Seite(n) Zefehnungen 



ladoxch gekennzeichnet, datf we- 
does der elektmd. ^Slri- * 

TiSS FeWeffekttransistoren and. 
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